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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  低抵抗率の銀合金を信号線に用いた液晶表示
装置を低生産コストで提供する。
【解決手段】  走査信号線ＧＬ，映像信号線ＤＬ，薄膜
トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ１およびドレイン
電極ＳＤ２のうち少なくとも一つが、第１の導電膜と第
２の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１の導電膜
は、モリブデンを主成分とするＭｏ合金であり、第２の
導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分とす
るＡｇ合金である液晶表示装置とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極とを有する液
晶表示装置において、
前記走査信号線，前記映像信号線，前記薄膜トランジス
タのソース電極およびドレイン電極のうち少なくとも一
つが、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で
構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項２】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極とを有する液
晶表示装置において、
前記映像信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項３】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走査
信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と前
記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有する
液晶表示装置において、
前記映像信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であり、
前記映像信号線の端子部において前記保護絶縁膜と前記
第２の導電膜とを貫通するコンタクトホールを有するこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
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れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走査
信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と前
記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有する
液晶表示装置において、
前記映像信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であり、
前記映像信号線の端子部において前記保護絶縁膜と前記
第２の導電膜とを貫通するコンタクトホールを有し、
前記コンタクトホールの底部の前記第１の導電膜と透明
導電膜とが、接触する構造を有することを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項５】  請求項４に記載の液晶表示装置におい
て、
前記透明導電膜は、インジウム錫酸化物であり、
前記第１の導電膜が、前記透明導電膜により被覆され露
出しない構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】  請求項４に記載の液晶表示装置におい
て、
前記透明導電膜は、非晶質のインジウム錫酸化物，イン
ジウム亜鉛酸化物，インジウムゲルマニウム酸化物のい
ずれかであり、
前記コンタクトホールの側壁部の前記第２の導電膜が、
前記透明導電膜により被覆され露出しない構造を有し、
前記コンタクトホールの底部の前記第１の導電膜の少な
くとも一部が、前記透明導電膜により被覆されない露出
構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極とを有する液
晶表示装置において、
前記薄膜トランジスタのソース電極およびドレイン電極
は、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構
成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項８】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
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れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走査
信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と前
記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有する
液晶表示装置において、
前記薄膜トランジスタのソース電極およびドレイン電極
は、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構
成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であり、
前記ソース電極において前記保護絶縁膜と前記第２の導
電膜とを貫通するコンタクトホールを有することを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項９】  請求項８に記載の液晶表示装置におい
て、
前記コンタクトホールの底部の前記第１の導電膜と透明
導電膜とが、接触する構造を有することを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項１０】  請求項９に記載の液晶表示装置におい
て、
前記透明導電膜は、インジウム錫酸化物，インジウム亜
鉛酸化物，インジウムゲルマニウム酸化物のいずれかで
あり、
前記第１の導電膜が、前記透明導電膜により被覆され露
出しない構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１１】    一対の基板と、前記一対の基板に挟
持された液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される
複数の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に
交差する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映
像信号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタ
と、前記薄膜トランジスタに接続された画素電極とを有
する液晶表示装置において、
前記走査信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項１２】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持
された液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複
数の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交
差する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像
信号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走
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査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と
前記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有す
る液晶表示装置において、
前記走査信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であり、
前記走査信号線の端子部において前記保護絶縁膜と前記
ゲート絶縁膜と前記第２の導電膜とを貫通するコンタク
トホールを有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１３】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持
された液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複
数の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交
差する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像
信号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走
査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と
前記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有す
る液晶表示装置において、
前記走査信号線は、第１の導電膜と第２の導電膜とから
なる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であり、
前記走査信号線の端子部において前記保護絶縁膜と前記
ゲート絶縁膜と前記第２の導電膜とを貫通するコンタク
トホールを有し、
前記コンタクトホールの底部の前記第１の導電膜と透明
導電膜とが、接触する構造を有することを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項１４】  請求項１３に記載の液晶表示装置にお
いて、
前記透明導電膜は、インジウム錫酸化物であり、
前記第１の導電膜が、前記透明導電膜により被覆され露
出しない構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１５】  請求項１３に記載の液晶表示装置にお
いて、
前記透明導電膜は、非晶質のインジウム錫酸化物，イン
ジウム亜鉛酸化物，インジウムゲルマニウム酸化物のい
ずれかであり、
前記コンタクトホールの側壁部の前記第２の導電膜が、
前記透明導電膜により被覆され露出しない構造を有し、
前記コンタクトホールの底部の前記第１の導電膜の少な
くとも一部が、前記透明導電膜により被覆されず露出し
た構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１６】  請求項１ないし１０のいずれか一項に
記載の液晶表示装置において、



(4) 特開２００２－２５０９３６

10

20

30

40

50

5
前記映像信号線および前記薄膜トランジスタのソース電
極およびドレイン電極は、第１の導電膜と第２の導電膜
とからなる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項１７】  請求項１ないし１５のいずれか一項に
記載の液晶表示装置において、
前記走査信号線および前記映像信号線および前記薄膜ト
ランジスタのソース電極およびドレイン電極は、第１の
導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、
前記第２の導電膜は、前記第１の導電膜の上層にあり、
銀を主成分とする合金であることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項１８】  請求項１ないし１７のいずれか一項に
記載の液晶表示装置において、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とし、ジルコ
ニウム，ハフニウム，クロム，チタンのうち少なくとも
一種の元素を含有する合金であることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項１９】  請求項１ないし１７のいずれか一項に
記載の液晶表示装置において、
前記第１の導電膜は、モリブデンを主成分とし、ジルコ
ニウムを４重量％以上２３重量％以下含有する合金であ
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２０】  請求項３ないし６，８ないし１０，１
２ないし１９のいずれか一項に記載の液晶表示装置にお
いて、
ドライバチップが、ＣＯＧ(Chip On Glass)方式で実装
され、
前記ドライバチップの入力側に接続される複数のライン
は、少なくとも１本のラインからなる第１ライン群と、
第１ライン群に属さないラインからなる第２ライン群か
らなり、
前記第１ライン群と前記第２ライン群とは、前記ゲート
絶縁膜と前記保護絶縁膜のうち少なくともいずれか一方
を介して配置されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２１】  一対の基板と、前記一対の基板に挟持
された液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複
数の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交
差する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像
信号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走
査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と
前記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有
し、ドライバチップがＣＯＧ(Chip On Glass)方式で実
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装される液晶表示装置において、
前記ドライバチップの入力側に接続される複数のライン
は、少なくとも１本のラインからなる第１ライン群と、
第１ライン群に属さないラインからなる第２ライン群か
らなり、
前記第１ライン群と前記第２ライン群とは、前記ゲート
絶縁膜と前記保護絶縁膜のうち少なくともいずれか一方
を介して配置されることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係
り、特に、薄膜トランジスタＴＦＴにより液晶を駆動す
るアクティブマトリクス型液晶表示装置の信号線やその
端子を低抵抗化する手段に関する。
【０００２】
【従来の技術】薄型化，軽量化，高精細化できる画像表
示装置として、薄膜トランジスタ駆動液晶表示装置ＴＦ
Ｔ―ＬＣＤの市場が拡大している。ＴＦＴ―ＬＣＤは、
液晶を介して対向配置される各透明基板のうち一方の透
明基板の液晶側の面に、ｘ方向に延びｙ方向に並べて配
置される走査信号線とｙ方向に延びｘ方向に並べて配置
される映像信号線とが形成され、これら各信号線により
囲まれる矩形状の各領域を画素領域としている。
【０００３】各画素領域には、一方の側の走査信号線か
ら供給される走査信号により駆動される薄膜トランジス
タと、この薄膜トランジスタを介して、一方の側の映像
信号線から映像信号が供給される画素電極とが備えられ
ている。各画素は、走査信号および映像信号の供給によ
り駆動される。走査信号および映像信号は、走査信号線
の端子部および映像信号線の端子部を通して、それぞれ
供給される。走査信号線の端子部および映像信号線の端
子部は、画素領域の集合体として形成される表示部の外
側の領域にまで延在された走査信号線および映像信号線
である。
【０００４】近年、ＴＦＴ―ＬＣＤの画面の大型化，高
精細化が進行するにつれ、信号線やその端子を低抵抗化
することへの要求は、ますます厳しくなりつつある。ま
た、生産コストを低減するために、プロセスを簡略化す
ること、設備投資効率を高めること、生産歩留まりを高
めることも求められている。
【０００５】信号線を低抵抗化するためには、配線材料
として低抵抗率のものを用いる必要がある。このような
配線材料としては、アルミニウムＡｌおよびそれを主成
分とした合金が良く知られているが、より一層の低抵抗
化に対応するためには、銅Ｃｕや銀Ａｇ，またはそれら
を主成分とした合金を配線材料として用いる必要があ
る。
【０００６】これら銅や銀などの低抵抗率の配線材料を
用いた信号線としては、低抵抗率の配線材料を他の金属
材料で覆ったクラッド構造のものが、例えば、特開平９



(5) 特開２００２－２５０９３６

10

20

30

40

50

7
－２６６０２号公報に記載されている。このクラッド構
造では、信号線の低抵抗特性は低抵抗率の配線材料が担
い、ＩＴＯとの接触(コンタクト)特性は前述の他の金属
材料が担っている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このようなク
ラッド構造を形成するためには、通常、フォトリソグラ
フィを低抵抗率の配線材料に対して１回、他の金属材料
に対して１回の計２回実施する必要があり、その分、製
造プロセスが複雑になってしまう。
【０００８】そこで、製造プロセスの簡略化のために、
１回のフォトリソグラフィで信号線を形成することが強
く望まれる。この場合、以下の理由により、銀や銅の薄
膜を他の金属材料の薄膜でサンドイッチ状に挟んだ３層
の積層膜の構造となる。
【０００９】まず、銀や銅の薄膜の下層に他の金属材料
の薄膜が必要である理由として、例えば、『表面技術』
Vol.41(1990),p485に記載されているように、銅や銀は
下地との付着力が弱いことが挙げられる。すなわち、銀
や銅の薄膜を透明基板上や絶縁膜上に直接形成した場合
には、膜剥れによる生産歩留まりの低下を招くと推察さ
れる。
【００１０】また、銅や銀を薄膜トランジスタのシリコ
ン(Ｓｉ)の上にソース電極，ドレイン電極として直接形
成した場合には、銅や銀のシリコン中への拡散により薄
膜トランジスタＴＦＴの性能が低下することが懸念され
る。
【００１１】さらに、銀や銅の薄膜の下層に他の金属材
料の薄膜が必要である理由として、例えば、『Journal 
of the Electrochemical Society』Vol.137(1990), pp3
928-3930に記載されているように、これらの銀や銅は、
通常、信号線の端子部に用いられているインジウム錫酸
化物(ＩＴＯ)などの透明導電膜との間の接触(コンタク
ト)抵抗が高いことが挙げられる。したがって、透明導
電膜を銀や銅と直接接続した場合には、表示に点欠陥や
線欠陥が発生し、表示特性が著しく劣化すると推察され
る。
【００１２】以上の理由により、１回のフォトリソグラ
フィで銀や銅を用いた信号線を形成する場合には、銀や
銅の薄膜を他の金属材料の薄膜でサンドイッチ状に挟ん
だ３層の積層膜の構造となる。
【００１３】しかし、３層の積層膜をスパッタリング方
法により形成するには、３個のスパッタリングターゲッ
トを備えたスパッタリング装置が必要となる。このよう
なスパッタリング装置は高価であり、更には積層膜の形
成時間が長くなるため、処理能力が悪くなり、スパッタ
リング装置の台数を増やさざるを得ない。したがって、
設備投資効率が悪化する。
【００１４】本発明の第１の目的は、積層層数を２層以
下として１回のフォトリソグラフィですなわち簡略なプ
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ロセスで生産コストを低減し銀や銅を用いた信号線を形
成できる液晶表示装置を提供することである。
【００１５】また、『腐食・防食ハンドブック』社団法
人腐食防食協会，丸善(2000)，pp841-858に記載されて
いるように、銀や銅はマイグレーションなどの腐食を引
き起こしやすい材料であり、信号線間ショートなどによ
る生産歩留まりの低下が懸念される。
【００１６】本発明の第２の目的は、信号線の腐食を抑
え信号線間ショートなどに対する耐性に優れた液晶表示
装置を提供することである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記第１の目
的を達成するために、一対の基板と、一対の基板に挟持
された液晶層と、一対の基板の一方に形成される複数の
走査信号線と、走査信号線とマトリクス状に交差する複
数の映像信号線と、走査信号線と映像信号線との交点付
近に形成された薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタ
に接続された画素電極とを有する液晶表示装置におい
て、走査信号線，映像信号線，薄膜トランジスタのソー
ス電極およびドレイン電極のうち少なくとも一つが、第
１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成さ
れ、第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金で
あり、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀
を主成分とする合金である液晶表示装置を提供する。
【００１８】本発明は、また、上記第１の目的を達成す
るために、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶
層と、一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線
と、走査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信
号線と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成さ
れた薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続され
た画素電極とを有する液晶表示装置において、映像信号
線は、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で
構成され、第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする
合金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあ
り、銀を主成分とする合金である液晶表示装置を提供す
る。
【００１９】本発明は、上記第２の目的を達成するため
に、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶層と、
一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、映像
信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを
有する液晶表示装置において、映像信号線は、第１の導
電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１
の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金であり、第
２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分
とする合金であり、映像信号線の端子部において保護絶
縁膜と第２の導電膜とを貫通するコンタクトホールを有
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9
する液晶表示装置を提供する。
【００２０】本発明は、また、上記第２の目的を達成す
るために、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶
層と、一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線
と、走査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信
号線と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成さ
れた薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続され
た画素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、
映像信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜
とを有する液晶表示装置において、映像信号線は、第１
の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、
第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金であ
り、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を
主成分とする合金であり、映像信号線の端子部において
保護絶縁膜と第２の導電膜とを貫通するコンタクトホー
ルを有し、コンタクトホールの底部の第１の導電膜と透
明導電膜とが、接触する構造を有する液晶表示装置を提
供する。
【００２１】透明導電膜は、インジウム錫酸化物であ
り、第１の導電膜が、透明導電膜により被覆され露出し
ない構造を有することができる。
【００２２】透明導電膜は、非晶質のインジウム錫酸化
物，インジウム亜鉛酸化物，インジウムゲルマニウム酸
化物のいずれかであり、コンタクトホールの側壁部の第
２の導電膜が、透明導電膜により被覆され露出しない構
造を有し、コンタクトホールの底部の第１の導電膜の少
なくとも一部が、透明導電膜により被覆されない露出構
造を有することも可能である。
【００２３】本発明は、上記第１の目的を達成するため
に、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶層と、
一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極とを有する液晶表示装置において、薄膜トランジ
スタのソース電極およびドレイン電極は、第１の導電膜
と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１の導
電膜は、モリブデンを主成分とする合金であり、第２の
導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分とす
る合金である液晶表示装置を提案する。
【００２４】本発明は、また、上記第１の目的を達成す
るために、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶
層と、一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線
と、走査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信
号線と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成さ
れた薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続され
た画素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、
映像信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜
とを有する液晶表示装置において、薄膜トランジスタの
ソース電極およびドレイン電極は、第１の導電膜と第２
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の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１の導電膜
は、モリブデンを主成分とする合金であり、第２の導電
膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分とする合
金であり、ソース電極において保護絶縁膜と第２の導電
膜とを貫通するコンタクトホールを有する液晶表示装置
を提供する。
【００２５】コンタクトホールの底部の第１の導電膜と
透明導電膜とが、接触する構造を有する。
【００２６】この場合、透明導電膜は、インジウム錫酸
化物，インジウム亜鉛酸化物，インジウムゲルマニウム
酸化物のいずれかであり、第１の導電膜が、透明導電膜
により被覆され露出しない構造を有することができる。
【００２７】本発明は、上記第１の目的を達成するため
に、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶層と、
一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極とを有する液晶表示装置において、走査信号線
は、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構
成され、第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合
金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあ
り、銀を主成分とする合金である液晶表示装置を提供す
る。
【００２８】本発明は、上記第２の目的を達成するため
に、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶層と、
一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、映像
信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを
有する液晶表示装置において、走査信号線は、第１の導
電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１
の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金であり、第
２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分
とする合金であり、走査信号線の端子部において保護絶
縁膜とゲート絶縁膜と第２の導電膜とを貫通するコンタ
クトホールを有する液晶表示装置を提供する。
【００２９】本発明は、また、上記第２の目的を達成す
るために、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶
層と、一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線
と、走査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信
号線と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成さ
れた薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続され
た画素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、
映像信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜
とを有する液晶表示装置において、走査信号線は、第１
の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、
第１の導電膜は、モリブデンを主成分とする合金であ
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11
り、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあり、銀を
主成分とする合金であり、走査信号線の端子部において
保護絶縁膜とゲート絶縁膜と第２の導電膜とを貫通する
コンタクトホールを有し、コンタクトホールの底部の第
１の導電膜と透明導電膜とが、接触する構造を有する液
晶表示装置を提供する。
【００３０】透明導電膜は、インジウム錫酸化物であ
り、第１の導電膜が、透明導電膜により被覆され露出し
ない構造を有する。
【００３１】透明導電膜は、非晶質のインジウム錫酸化
物，インジウム亜鉛酸化物，インジウムゲルマニウム酸
化物のいずれかであり、コンタクトホールの側壁部の第
２の導電膜が、透明導電膜により被覆され露出しない構
造を有し、コンタクトホールの底部の第１の導電膜の少
なくとも一部が、透明導電膜により被覆されず露出した
構造を有することができる。
【００３２】上記いずれかの液晶表示装置において、映
像信号線および薄膜トランジスタのソース電極およびド
レイン電極は、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる
積層膜で構成され、第１の導電膜は、モリブデンを主成
分とする合金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜の
上層にあり、銀を主成分とする合金であることも可能で
ある。
【００３３】上記いずれかの液晶表示装置において、走
査信号線および映像信号線および薄膜トランジスタのソ
ース電極およびドレイン電極は、第１の導電膜と第２の
導電膜とからなる積層膜で構成され、第１の導電膜は、
モリブデンを主成分とする合金であり、第２の導電膜
は、第１の導電膜の上層にあり、銀を主成分とする合金
であるようにしてもよい。
【００３４】上記いずれかの液晶表示装置において、第
１の導電膜は、モリブデンを主成分とし、ジルコニウ
ム，ハフニウム，クロム，チタンのうち少なくとも一種
の元素を含有する合金であることができる。
【００３５】また、第１の導電膜は、モリブデンを主成
分とし、ジルコニウムを４重量％以上２３重量％以下含
有する合金であることが望ましい。
【００３６】保護絶縁膜を含む上記いずれかの液晶表示
装置においては、ドライバチップが、ＣＯＧ(Chip On G
lass)方式で実装され、ドライバチップの入力側に接続
される複数のラインは、少なくとも１本のラインからな
る第１ライン群と、第１ライン群に属さないラインから
なる第２ライン群からなり、第１ライン群と第２ライン
群とは、ゲート絶縁膜と保護絶縁膜のうち少なくともい
ずれか一方を介して配置される。
【００３７】本発明は、上記第２の目的を達成するため
に、一対の基板と、一対の基板に挟持された液晶層と、
一対の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
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薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、映像
信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを
有し、ドライバチップがＣＯＧ(Chip On Glass)方式で
実装される液晶表示装置において、ドライバチップの入
力側に接続される複数のラインは、少なくとも１本のラ
インからなる第１ライン群と、第１ライン群に属さない
ラインからなる第２ライン群からなり、第１ライン群と
第２ライン群とは、ゲート絶縁膜と保護絶縁膜のうち少
なくともいずれか一方を介して配置される液晶表示装置
を提供する。
【００３８】本発明においては、まず、低抵抗である銀
を主成分とする第２の導電膜の下に、モリブデンを主成
分とする第１の導電膜があるので、銅や銀と下地との付
着力が弱いことによる膜剥れの問題が解決される。
【００３９】また、薄膜トランジスタのソース電極およ
びドレイン電極の部分では、銅や銀がシリコン中に拡散
することによる薄膜トランジスタの性能低下の問題が解
決される。
【００４０】さらに、銀を主成分とする合金とモリブデ
ンを主成分とする合金とは、例えば、燐酸－硝酸－酢酸
の混酸などの液にどちらも溶解できるので、１回のフォ
トリソグラフィでかつ１回のエッチングによりパタニン
グ加工できる。
【００４１】次に、走査信号線，映像信号線，薄膜トラ
ンジスタのソース電極，ドレイン電極の上にある絶縁膜
と銀を主成分とする第２の導電膜とを貫通するコンタク
トホールを形成し、このコンタクトホールの上に透明導
電膜を形成する。このような構造にすると、透明導電膜
は、モリブデンを主成分とする第１の導電膜と直接コン
タクトできる。この透明導電膜とモリブデンを主成分と
する合金との接触抵抗は、低く安定しているため、モリ
ブデンを主成分とする合金が銀を主成分とする合金の下
層にあっても、透明導電膜との接続抵抗を下げることが
できる。
【００４２】ここで、コンタクトホールを形成するため
に煩雑なプロセスが必要になると、本発明の目的の一つ
である生産コストの低減を達成できなくなる。
【００４３】発明者らは、絶縁膜にコンタクトホールを
加工する際のフッ素プラズマによるドライエッチング加
工において、銀を主成分とする合金がフッ化物の形態に
価数変化することと、このフッ化物が、銀を主成分とす
る合金，モリブデンを主成分とする合金，絶縁膜，シリ
コンなどを侵さないシュウ酸を用いたウェット処理によ
り溶解できることを見出した。
【００４４】コンタクトホールは、以上の簡略なプロセ
スで形成できる。したがって、積層層数を２層以下とし
て、１回のフォトリソグラフィですなわち簡略なプロセ
スで生産コストを低減し、銀や銅を用いた信号線を形成
できる。
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【００４５】なお、第１の導電膜であるモリブデン合金
を、モリブデンを主成分とし、ジルコニウム，ハフニウ
ム，クロム，チタンのうち少なくとも一種の元素を含有
する合金とすると、フッ素プラズマによるドライエッチ
ングに対する耐性を付与できるため、コンタクトホール
加工時の第１の導電膜の消失を防ぐことができる。すな
わち、第１の導電膜を薄くすることが可能となり、信号
線トータルの厚さも薄くできる。その結果、その上層に
形成される絶縁膜のカバレッジが良くなり、信号線や透
明導電膜の段差乗り越え特性も非常に良くなる。したが
って、生産歩留まりが、大幅に向上する。
【００４６】また、燐酸－硝酸－酢酸の混酸を用いた信
号線エッチング加工による信号線断面形状の制御は、第
１の導電膜をモリブデン合金を主成分としジルコニウム
を含有する合金とした場合が、最も優れている。ジルコ
ニウム含有量は、ドライエッチング耐性を確保するため
に、４重量％以上であることが必要であり、燐酸－硝酸
－酢酸の混酸を用いたエッチング加工において、エッチ
ング残さを残さないために、２３重量％以下であること
が望ましい。なお、エッチング残さを残さないために
は、燐酸－硝酸－酢酸の混酸にフッ化アンモニウムまた
はフッ化水素酸を添加することが、効果的である。
【００４７】本発明の第２の目的を達成する第１の手段
は、銀を主成分とする合金の表面の全てを絶縁膜または
透明導電膜で覆うことである。走査信号線は、ゲート絶
縁膜と保護絶縁膜とによりその表面のほとんどが覆わ
れ、映像信号線やソース電極およびドレイン電極は、保
護絶縁膜によりその表面のほとんどが覆われるので、銀
を主成分とする合金が表面に現われる可能性のある部分
は、コンタクトホールの内側壁である。
【００４８】そこで、ソース電極およびドレイン電極上
のコンタクトホール、映像信号線端子のコンタクトホー
ル、走査信号線端子のコンタクトホールについては、イ
ンジウム錫酸化物の透明導電膜によりコンタクトホール
を覆ってしまえば、銀を主成分とする第２の導電膜を被
覆できる。また、インジウム錫酸化物の透明導電膜と異
方性導電フィルムとの接続抵抗は低いので、良好な端子
接続が可能となる。
【００４９】しかし、インジウム錫酸化物が多結晶体で
ある場合に、銀を主成分とする合金を腐食する臭化水素
酸のようなエッチング液を用いると、信号線上のゲート
絶縁膜や保護絶縁膜にピンホール欠陥があれば、そこか
ら多結晶インジウム錫酸化物のエッチング液が浸透し、
信号線を腐食する可能性がある。
【００５０】このような場合には、多結晶インジウム錫
酸化物ではなく、多結晶インジウム錫酸化物のエッチン
グ液よりも腐食性の弱い酸でエッチングが可能な非晶質
インジウム錫酸化物を透明導電膜として採用することが
望ましい。
【００５１】透明導電膜としてインジウム亜鉛酸化物や
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インジウムゲルマニウム酸化物を採用すると、更に腐食
性の小さいシュウ酸をそのエッチング液として採用でき
るので、生産歩留まりの点で極めて有利である。
【００５２】しかし、インジウム錫酸化物透明導電膜の
場合のように、インジウム亜鉛酸化物やインジウムゲル
マニウム酸化物により信号線端子部のコンタクトホール
を完全に覆ってしまうと、透明導電膜表面と異方性導電
フィルムとの接続抵抗が高くなり、端子接続ができなく
なってしまう。
【００５３】この現象は、透明導電膜の表面において、
インジウム亜鉛酸化物中の亜鉛またはインジウムゲルマ
ニウム酸化物中のゲルマニウムが欠乏するために起こ
る。なお、インジウム錫酸化物の場合は、このような現
象は認められない。
【００５４】そこで、インジウム亜鉛酸化物やインジウ
ムゲルマニウム酸化物を透明導電膜として採用する場合
には、映像信号線端子のコンタクトホールや走査信号線
端子のコンタクトホールについては、コンタクトホール
の側壁部のみ透明導電膜で覆い、コンタクトホールの底
部ではモリブデンを主成分とする第１の導電膜を露出さ
せる構造とする。この場合、端子接続は、モリブデンを
主成分とする第１の導電膜と異方性導電フィルムとの接
続となる。このモリブデンを主成分とする合金と異方性
導電フィルムとの接続抵抗は低いので、良好な端子接続
が可能となる。また、銀を主成分とする第２の導電膜を
被覆する役割をも果たしている。
【００５５】本発明の第２の目的を達成するための第２
の手段は、近接する信号線や電位が大きく異なる信号線
を異なる層に配置することである。
【００５６】一対の基板と、前記一対の基板に挟持され
た液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数の
走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差す
る複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信号
線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前記
薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走査信
号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と前記
薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有し、ド
ライバチップがＣＯＧ(Chip On Glass)方式で実装され
る液晶表示装置においては、半導体集積回路の入力信号
線のうち近接する信号線を異なる層に配置するか構造を
採用する。また、バスラインにより半導体集積回路間で
表示データや半導体集積回路の駆動電源電圧を電気的に
接続した簡略なＣＯＧ実装(データ転送方式)の液晶表示
装置においては、バスラインのうち近接する信号線を異
なる層に配置する構造を採用する。このような構造で
は、同層内で隣接する信号線の間隔が広くなるために、
マイグレーションなどによる信号線間のショート不良を
大幅に減少させることが可能になる。また、信号線のレ
イアウトに余裕が生じるので、高精細で画素ピッチの小
さい液晶表示装置を実現する際に設計が有利である。
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【００５７】なお、第２の目的を達成するための第２の
手段は、本発明において必ずしも採用する必要はない。
また、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる積層膜で
構成され、第１の導電膜はモリブデンを主成分とする合
金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜の上層にあ
り、銀を主成分とする合金である信号線を、走査信号線
または映像信号線として採用していない液晶表示装置に
おいても、第２の課題を解決する第２の手段が有効であ
ることは明らかである。
【００５８】以上の手段を採用することにより、信号線
の腐食を抑え、信号線間ショートなどに対する耐性に優
れた液晶表示装置を提供できる。
【００５９】なお、以上の説明においては、いわゆる縦
電界型液晶駆動方式の液晶表示装置を例として本発明を
説明したが、横電界型液晶駆動方式の液晶表示装置にも
本発明を適用できることは明らかである。
【００６０】
【発明の実施の形態】次に、図１ないし図１５を参照し
て、本発明による液晶表示装置の実施形態を説明する。
【００６１】
【実施形態１】《等価回路》図１は、本発明による液晶
表示装置の実施形態１の構造を示す等価回路図である。
図１は、回路図であるが、実際の幾何学的配置に対応し
て描かれている。
【００６２】図１の実施形態１において、透明基板ＳＵ
Ｂ１と透明基板ＳＵＢ２とは、対向して配置され、液晶
層を挟持している。
【００６３】透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、ｘ方
向に延びｙ方向に並べて配置されるゲート(走査)信号線
ＧＬと、ゲート信号線ＧＬと絶縁されてｙ方向に延びｘ
方向に並べて配置されるドレイン(映像)信号線ＤＬとが
形成されている。これらゲート(走査)信号線ＧＬとドレ
イン(映像)信号線ＤＬとにより囲まれる矩形状の領域
が、画素領域となる。これら画素領域は、集合して、表
示部ＡＲを構成している。
【００６４】各画素領域には、一方のゲート信号線ＧＬ
からの走査信号(電圧)により駆動される薄膜トランジス
タＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを介してドレ
イン信号線ＤＬから映像信号(電圧)が供給される画素電
極ＰＩＸとが形成されている。
【００６５】液晶表示装置のサイズが大きくなるに従
い、信号線長が長くなるため、ゲート信号線ＧＬやドレ
イン信号線ＤＬの抵抗は、高くなる。また、液晶表示装
置の精細度が細かくなるに従い、信号線幅が小さくなる
ため、ゲート信号線ＧＬやドレイン信号線ＤＬの抵抗
は、高くなる。これら信号線ＧＬ，ＤＬの抵抗が高くな
ると、走査信号や映像信号の電圧が降下するので、薄膜
トランジスタＴＦＴに十分な信号電圧が供給されないこ
とになる。その結果、輝度傾斜などの重大な画質劣化を
引き起こす。

16
【００６６】また、画素電極ＰＩＸと一方のゲート信号
線ＧＬと隣接する他方のゲート信号線ＧＬとの間には、
容量素子Ｃaddが形成される。この容量素子Ｃaddは、薄
膜トランジスタＴＦＴがオフした際に、画素電極ＰＩＸ
に供給された映像信号を長く蓄積する。
【００６７】各画素領域における画素電極ＰＩＸは、液
晶を介して対向配置される他方の透明基板ＳＵＢ２の液
晶側の面に各画素領域に共通に形成された対向電極ＣＴ
(図示せず)との間に電界を発生させ、各電極の間の液晶
の光透過率を制御する。
【００６８】各ゲート信号線ＧＬの一端は、透明基板の
一辺側(図左側)に延びている。各ゲート信号線ＧＬの延
在部には、透明基板ＳＵＢ１に搭載される垂直走査回路
の半導体集積回路ＧＤＲＣのバンプと接続される端子部
ＧＴＭが形成される。
【００６９】各ドレイン信号線ＤＬの一端は、透明基板
ＳＵＢ１の一辺側(図上側)に延びている。各ドレイン信
号線ＤＬの延在部には、透明基板ＳＵＢ１に搭載される
映像信号駆動回路の半導体集積回路ＤＤＲＣのバンプと
接続される端子部ＤＴＭが形成される。
【００７０】半導体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣは、そ
れぞれ、いわゆるＣＯＧ方式により、それ自体が透明基
板ＳＵＢ１上に完全に搭載されている。
【００７１】半導体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣの入力
側の各バンプも透明基板ＳＵＢ１に形成された端子部Ｇ
ＴＭ２，ＤＴＭ２にそれぞれ接続される。これら各端子
部ＧＴＭ２，ＤＴＭ２は、各配線層ＧＩＬ，ＤＩＬを介
して、透明基板ＳＵＢ１の周辺のうち最も端面に近い部
分にそれぞれ配置された端子部ＧＴＭ３，ＤＴＭ３に接
続される。
【００７２】このようなＣＯＧ方式では、各半導体集積
回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣの入力側，出力側の各バンプに
おいて、隣接する他のバンプとの間の距離が極めて小さ
く形成され、したがって、ゲート信号線ＧＬの各端子部
ＧＴＭ，ドレイン信号線ＤＬの各端子部ＤＴＭにおいて
も、隣接する他の端子部との間の距離も極めて小さく形
成されている。
【００７３】このため、各半導体集積回路ＧＤＲＣ，Ｄ
ＤＲＣの各バンプはもちろん、ゲート信号線ＧＬの各端
子部ＧＴＭ，ドレイン信号線ＤＬの各端子部ＤＴＭにお
いてその占有面積が極めて小さく、バンプと端子部ＧＴ
Ｍ，ＤＴＭとの接続抵抗の増大が無視できない状態とな
っている。また、隣接する他の端子部とのショート不良
を起こしやすい構造になっている。
【００７４】透明基板ＳＵＢ２は、半導体集積回路が搭
載される領域を回避するようにして透明基板ＳＵＢ１と
対向配置され、透明基板ＳＵＢ１よりも小さな面積とな
っている。
【００７５】透明基板ＳＵＢ２は、透明基板ＳＵＢ２の
周辺に形成されたシール材ＳＬにより透明基板ＳＵＢ１



(10) 特開２００２－２５０９３６

10

20

30

40

50

17
に固定されている。このシール材ＳＬは、透明基板ＳＵ
Ｂ１，ＳＵＢ２の間の液晶を封止する機能も兼ねてい
る。
【００７６】なお、上記構造の説明では、ＣＯＧ方式に
よる液晶表示装置について説明したが、本発明は、ＴＣ
Ｐ(Tape Carrier Package)方式の液晶表示装置にも適用
できる。ＴＣＰ方式とは、フレキシブルテープ上にフォ
トリソ技術によりパターンを形成してテープキャリアと
し、このテープキャリアに半導体集積回路チップをＴＡ
Ｂ手法(Tape Automated Bonding)で搭載するパッケージ
方式である。パッケージの出力端子は、透明基板ＳＵＢ
１に形成された端子部に接続され、入力端子は、透明基
板ＳＵＢ１に近接して配置されるプリント基板上の端子
部に接続される。
【００７７】《画素の構造》図２は、透明基板ＳＵＢ１
の一画素領域の構造を示す平面図であり、図１に点線枠
ａで示す部分に相当する。また、図３は、図２のIII－I
II線における断面構造を示す図である。
【００７８】図２において、透明基板ＳＵＢ１の液晶側
の面には、ｘ方向に延びｙ方向に並べて配置されるゲー
ト信号線ＧＬが形成されている。
【００７９】このゲート信号線ＧＬは、本実施形態１の
場合、２層構造となっており、その下層は、Ｍｏを主成
分とする合金層からなり、上層は、Ａｇ合金層からなっ
ている。なお、以下の説明ではＭｏを主成分とする合金
層をＭｏ合金と省略する。
【００８０】上層をＡｇ合金層としたのは、ゲート信号
線ＧＬを低抵抗化するためである。また、下層をＭｏ合
金層としたのは、ゲート端子ＧＴＭ，ＧＴＭ２，ＧＴＭ
３との接触抵抗を低減するためである。その効果は、後
の説明で明らかとなるであろう。
【００８１】透明基板ＳＵＢ１の面には、例えば、Ｓｉ
Ｎからなる絶縁膜ＧＩが、ゲート信号線ＧＬを被覆する
ように形成されている。絶縁膜ＧＩは、後述のドイレン
信号線ＤＬに対してはゲート信号線ＧＬとの層間絶縁膜
として機能し、後述の薄膜トランジスタＴＦＴに対して
はそのゲート絶縁膜として機能し、後述の容量素子Ｃad
dに対してはその誘電体膜として機能する。
【００８２】画素領域の左下でゲート信号線ＧＬと重畳
する部分において、例えば、ａ－Ｓｉからなるｉ型(真
性intrinsic)半導体層ＡＳが形成されている。半導体層
ＡＳは、その上面にソース電極およびドレイン電極を形
成すると、ゲート信号線ＧＬの一部をゲート電極とする
ＭＩＳ型の薄膜トラシジスタＴＦＴの半導体層となる。
【００８３】薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ
１およびドレイン電極ＳＤ２は、絶縁膜ＧＩ上に形成さ
れるドレイン信号線ＤＬと同時に形成される。すなわ
ち、図２において、ｙ方向に延在されｘ方向に並べて配
置されるドレイン信号線ＤＬの一部を半導体層ＡＳの上
面にまで延在させて形成すると、その延在部は、薄膜ト
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ランジスタＴＦＴのドレイン電極ＳＤ２となる。また、
この時、ドレイン電極ＳＤ２と離間させて形成された電
極は、ソース電極ＳＤ１となる。ソース電極ＳＤ１は、
後述の画素電極ＰＩＸと接続されるので、その接続部を
確保するために、画素領域の中央側に若干延在させた延
在部を有する。
【００８４】ドレイン信号線ＤＬは、本実施形態１の場
合、２層構造となっており、その下層は、Ｍｏ合金層か
らなり、上層は、Ａｇ合金層からなっている。
【００８５】上層をＡｇ合金層としたのは、ドレイン信
号線ＤＬを低抵抗化するためである。また、下層をＭｏ
合金としたのは、画素電極ＰＩＸやドレイン端子ＤＴ
Ｍ，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３との接触抵抗を低減するためで
ある。その効果は、後の説明で明らかとなるであろう。
【００８６】なお、ドレイン電極ＳＤ２，ソース電極Ｓ
Ｄ１の半導体層ＡＳとの界面には、不純物がドープされ
た半導体層が形成される。この半導体層は、コンタクト
層として機能する。半導体層ＡＳを形成した後、その表
面に不純物がドープされた膜厚の薄い半導体層を形成
し、ドレイン電極ＳＤ２およびソース電極ＳＤ１を形成
した後に、各電極をマスクとして、半導体層のマスクか
ら露出した部分をエッチングすると、上述の構造が得ら
れる。
【００８７】このようにドレイン信号線ＤＬ(ドレイン
電極ＳＤ２，ソース電極ＳＤ１)が形成された透明基板
ＳＵＢ１の表面には、例えば、ＳｉＮからなる保護絶縁
膜ＰＳＶが形成され、ドレイン信号線ＤＬなどを被覆す
る。保護絶縁膜ＰＳＶは、薄膜トランジスタＴＦＴの液
晶との直接の接触を回避するためなどに設けられる。
【００８８】薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ
１の延在部の一部を後述の画素電極ＰＩＸと接続するた
めに露出させる目的で、保護絶縁膜ＰＳＶにはコンタク
トホールＣＨがフッ素プラズマによるドライエッチング
により形成される。このプロセスにより、コンタクトホ
ールＣＨの底部においては、ソース電極ＳＤ１を構成す
るＡｇ合金が消失し、Ｍｏ合金が露出する。
【００８９】保護絶縁膜ＰＳＶの上面には、画素領域の
大部分を被って、例えば、インジウム錫酸化物(ＩＴ
Ｏ，Indium-Tin-Oxide)膜，インジウム亜鉛酸化物(ＩＺ
Ｏ，Indium-Zinc-Oxide)膜，インジウムゲルマニウム酸
化物(ＩＧＯ，Indium-Germanium-Oxide)膜のいずれかか
らなる透明の画素電極ＰＩＸが形成されている。この画
素電極ＰＩＸは、保護膜ＰＳＶのコンタクトホールＣＨ
をも覆うようにして形成され、薄膜トランジスタＴＦＴ
のソース電極ＳＤ１のＭｏ合金と接続される。ＩＴＯ，
ＩＺＯ，ＩＧＯとＭｏ合金との接触抵抗は低く、良好な
電気的接続が得られる。なお、かりに上述のコンタクト
ホールＣＨの形成過程において、Ｍｏ合金の上層の銀合
金が消失しない場合は、ＩＴＯ，ＩＺＯ，ＩＧＯとＭｏ
合金との接触構造となってしまい、電気的接続は悪くな
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ってしまう。
【００９０】このように画素電極ＰＩＸが形成された透
明基板ＳＵＢ１の表面には、画素電極ＰＩＸをも被って
配向膜ＯＲＩ１が形成されている。配向膜ＯＲＩ１は、
例えば、樹脂からなり、その表面には一定方向にラビン
グ処理がなされている。配向膜ＯＲＩ１は、液晶ＬＣと
接触し、液晶ＬＣの初期配向方向を決定する。
【００９１】透明基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣと反対側の面
には、偏光板ＰＯＬ１が装着されている。
【００９２】一方、透明基板ＳＵＢ２の液晶側の面に
は、各画素領域を画するようにしてブラックマトリクス
ＢＭが形成されている。このブラックマトリクスＢＭ
は、外来光が薄膜トランジスタＴＦＴに照射するのを回
避するためと、表示のコントラストを良好にするために
設けられている。
【００９３】さらに、ブラックマトリクスＢＭにおい
て、光が透過する領域となり実質的な画素領域となる開
口部には、各画素領域に対応した色を有するカラーフィ
ルタＦＩＬが形成されている。カラーフィルタＦＩＬ
は、例えば、ｙ方向に並べて配置される各画素領域にお
いて同色のフィルタが用いられ、ｘ方向の各画素領域毎
に例えば、赤(Ｒ)，緑(Ｇ)，青(Ｂ)のフィルタが順番に
繰り返し配列されている。
【００９４】このようにブラックマトリクスＢＭおよび
カラーフィルタＦＩＬが形成された透明基板ＳＵＢ２の
表面には、ブラックマトリクスＢＭなどをも被って、例
えば、塗布などにより形成された樹脂からなる平坦化膜
ＯＣが形成され、その表面にブラックマトリクスＢＭお
よびカラーフィルタＦＩＬによる段差が現われないよう
にしている。
【００９５】平坦化膜ＯＣの表面には、各画素領域に共
通に例えば、ＩＴＯからなる対向電極ＣＴが形成されて
いる。対向電極ＣＴは、各画素領域における画素電極Ｐ
ＩＸとの間に映像信号(電圧)に対応した電界を発生さ
せ、これら各電極との間の液晶ＬＣの配向方向を制御
し、前述した偏光板ＰＯＬ１と後述する偏光板ＰＯＬ２
との適切な組合せにより、光透過率を制御する。
【００９６】さらに、このように対向電極ＣＴが形成さ
れた透明基板ＳＵＢ２の表面には、対向電極ＣＴをも被
って配向膜ＯＲＩ２が形成されている。配向膜ＯＲＩ２
は、例えば、樹脂からなり、その表面には、一定方向に
ラビング処理がなされている。配向膜ＯＲＩ２は液晶と
接触し、液晶ＬＣの初期配向方向を決定する。
【００９７】透明基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣと反対側の面
には、偏光板ＰＯＬ２が装着されている。
【００９８】《端子部の構造》図４および図５は、ドレ
イン端子部ＤＴＭの構造を示す図である。図４および図
５(ａ)は、並べて配置される複数のドレイン端子部ＤＴ
Ｍのうち２個を示す平面図であり、図４および図５(ｂ)
は、図４および図５(ａ)のｂ－ｂ線における断面構造を
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示す断面図である。
【００９９】透明基板ＳＵＢ１の表面には、表示部ＡＲ
から延在されたドレイン信号線ＤＬが形成されている。
ドレイン信号線ＤＬは、上述のように、第１の導電膜と
第２の導電膜とからなる積層膜で構成され、第１の導電
膜は、Ｍｏ合金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜
の上層にあり、Ａｇ合金からなる。
【０１００】ドレイン信号線ＤＬは、最初にＳｉＮから
なる保護絶縁膜ＰＳＶにより覆われた状態となっている
が、フッ素系ドライエッチングガスによりその端子部の
形成領域にコンタクトホールを形成する際に、ドレイン
信号線ＤＬの上層であるＡｇ合金がフッ化物に変化す
る。このフッ化物は、例えば、シュウ酸水溶液のような
液に可溶であるから、ウェット処理によりドレイン信号
線ＤＬの下層であるＭｏ合金が露出する。
【０１０１】以上の簡略な処理により、腐食しやすく、
かつＩＴＯ，ＩＺＯ，ＩＧＯなどの透明導電膜ＥＣＯと
の接続抵抗が高く、異方性導電フィルムＡＣＦとの接続
抵抗も高いＡｇ合金をコンタクトホールの底部から除去
できる。そして、銀より腐食しにくく、かつＩＴＯ，Ｉ
ＺＯ，ＩＧＯなどの透明導電膜ＥＣＯとの接続抵抗が低
く、異方性導電フィルムＡＣＦとの接続抵抗も低いＭｏ
合金を露出させることができる。
【０１０２】ここで、図４に示すように、コンタクトホ
ールをＩＴＯで被覆する。このような構造にすると、コ
ンタクトホールの底部に露出していたＭｏ合金と、コン
タクトホールの内周部に露出していた耐食性が良くない
Ａｇ合金とを、耐食性が良い酸化物で被覆できる。ま
た、ＩＴＯは、異方性導電フィルムＡＣＦとの接触抵抗
が極めて低く、良好な端子特性を確保できる。
【０１０３】ＩＴＯが多結晶の場合(Poly-crystalline 
ITO，以下ｐＩＴＯ)、そのエッチング液は、例えば、臭
化水素酸などの極めて強い酸である。そのため、ドレイ
ン信号線ＤＬの上の保護絶縁膜ＰＳＶにピンホールなど
の欠陥がある場合には、その欠陥を通して強いエッチン
グ液が浸透し、ドレイン信号線ＤＬを腐食するため、断
線に至る場合がある。
【０１０４】このような場合は、ＩＴＯを非晶質(Amorp
hous ITO，以下ａＩＴＯ)にすると、そのエッチング液
がｐＩＴＯのエッチング液よりも弱いため、ドレイン信
号線ＤＬの腐食による断線を低減できる。
【０１０５】また、図５に示すように、コンタクトホー
ルの内周のみをＩＺＯやＩＧＯで被覆してもよい。この
ような構造にすると、コンタクトホールの内周部に露出
していた耐食性が良くないＡｇ合金を、耐食性が良い酸
化物で被覆できる。ただし、ＩＺＯやＩＧＯは、その表
面の亜鉛やゲルマニウムが欠乏しやすくその表面抵抗が
上昇するため、この表面での異方性導電フィルムＡＣＦ
との接触抵抗は良くない。
【０１０６】そこで、ＩＺＯやＩＧＯを用いる場合は、
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図５に示すように、コンタクトホール底部のＭｏ合金を
被覆しない構造とし、Ｍｏ合金と異方性導電フィルムＡ
ＣＦとを接続する。この端子の接続抵抗は十分に低い
が、ＩＴＯでコンタクトホールを全て覆った端子よりも
長期信頼性の点で劣ることは否めない。
【０１０７】しかし、異方性導電フィルムＡＣＦを適切
に選定し、塩分などの混入防止に十分な注意を払って製
造すると、実用上問題ないレベルの信頼性が得られる。
【０１０８】図６および図７に示すように、ゲート端子
部ＧＴＭも、図４および図５に示したドレイン端子部Ｄ
ＴＭとほぼ同様に構成できる。また、これらの端子構造
は、半導体集積回路の入力側の端子ＤＴＭ２，ＤＴＭ
３，ＧＴＭ２，ＧＴＭ３にも適用できる。半導体集積回
路の入力側の信号線ＤＩＬ，ＧＩＬをドレイン信号線Ｄ
Ｌと同層で構成した場合は、半導体集積回路の入力側の
端子ＤＴＭ２，ＤＴＭ３，ＧＴＭ２，ＧＴＭ３の構造
は、図４および図５と同様になる。
【０１０９】半導体集積回路の入力側の信号線ＤＩＬ，
ＧＩＬをゲート信号線ＧＬと同層で構成した場合は、半
導体集積回路の入力側の端子ＤＴＭ２，ＤＴＭ３，ＧＴ
Ｍ２，ＧＴＭ３の構造は、図６および図７と同様にな
る。
【０１１０】《半導体集積回路の入力側信号線の構造》
端子部などのコンタクトホール部を以上の構造にするこ
とにより、低抵抗ではあるがマイグレーションなどの腐
食を引き起こしやすいＡｇ合金を露出させない液晶表示
装置を実現できた。
【０１１１】しかし、同層に形成された信号線の間隔が
狭い個所においては、信号線間ショートなどに対する耐
性をより高めておくことが望ましい。
【０１１２】そのためには、図８に示すように、近接す
る信号線や電位が大きく異なる信号線を異なる層に配置
することが有効である。図８は、図２に示すＣＯＧ方式
で実装した液晶表示装置において、半導体集積回路ＧＤ
ＲＣ，ＤＤＲＣの入力信号線ＧＩＬ，ＤＩＬの近接する
信号線を異なる層に配置した構造の断面を示している。
図８に示すような構造にすると、同層内で隣接する信号
線の間隔が広くなるために、マイグレーションなどによ
る信号線間のショート不良を大幅に減少させることが可
能になる。また、信号線のレイアウトに余裕が生じるの
で、高精細で画素ピッチの小さい液晶表示装置になる際
に設計が有利である。
【０１１３】なお、この図８の構造は、本発明において
必ずしも採用する必要はない。また、走査信号線または
映像信号線が、第１の導電膜と第２の導電膜とからなる
積層膜で構成され、第１の導電膜は、モリブデンを主成
分とする合金であり、第２の導電膜は、第１の導電膜の
上層にあり、銀を主成分とする合金である信号線を採用
していない液晶表示装置においても、図８の構造が有効
であることは明らかである。
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【０１１４】《製造方法》次に、図９ないし図１３を参
照して、本実施形態１の液晶表示装置における透明基板
ＳＵＢ１側の製造方法のついて説明する。図９におい
て、(ａ)は薄膜トランジスタＴＦＴ部、(ｂ)はゲート端
子部ＧＴＭ、(ｃ)はドレイン端子部ＤＴＭ、(ｄ)は半導
体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣの入力側の複数の信号線
をそれぞれ断面形状で示している。
【０１１５】本製造方法は、５回のフォトリソグラフィ
を用いたプロセスの例である。図９ないし図１３は、そ
れぞれのフォトリソグラフィに対応しており、フォトレ
ジスト除去した段階の構造を断面形状で示している。こ
の説明のフォトリソグラフィとは、基板にフォトレジス
トを塗布しマスクを使用して選択露光し現像するまでの
一連の作業を意味する。
【０１１６】なお、本発明の液晶表示装置の構造は、以
下に述べる製造方法によっては、限定されない。
【０１１７】図９は、第１のフォトリソグラフィに対応
した工程を示す図である。
【０１１８】電気絶縁性を有する透明基板ＳＵＢ１上に
膜厚が４０ｎｍのＭｏ－Ｚｒ合金層をスパッタリングに
より形成し、更に連続して膜厚が１６０ｎｍのＡｇ－Ｐ
ｄ合金をスパッタリングにより形成する。続いて、フォ
トリソグラフィによりフォトレジストパターンを形成し
た後、燐酸，硝酸，酢酸，フッ化アンモニウム，水など
からなるエッチング液でＭｏ－Ｚｒ合金とＡｇ－Ｐｄ合
金との積層膜(以下、Ａｇ－Ｐｄ合金／Ｍｏ－Ｚｒ合金
積層膜と記述する)を一括的にエッチング加工し、ゲー
ト信号線ＧＬおよび半導体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣ
の入力側の信号線ＧＩＬ，ＤＩＬを形成する。
【０１１９】ここで、下層のＭｏ合金層をＭｏ－Ｚｒ合
金としたのは、後述する第４のフォトリソグラフィ工程
(図１１)におけるフッ素プラズマによるドライエッチン
グにおいてＭｏ合金層を消失させないように、耐性を付
与するためである。このようなフッ素プラズマによるド
ライエッチングに対する耐性を得るには、上述のＭｏ－
Ｚｒ合金の他、Ｍｏ－Ｃｒ合金，Ｍｏ－Ｈｆ合金，Ｍｏ
－Ｔｉ合金を用いてもよい。
【０１２０】これらのＭｏ合金を採用することで、Ｍｏ
合金層を薄くすることが可能になり、Ａｇ合金／Ｍｏ合
金積層膜トータルの膜厚も薄くできる。その結果、後述
するゲート絶縁膜のカバレッジが良好になり、後述する
ドレイン信号線や透明導電膜の段差乗り越え特性も大き
く向上する。したがって、生産歩留まりが大きく向上す
る。
【０１２１】上述の４種のＭｏ合金のうち、Ａｇ合金／
Ｍｏ合金積層膜のエッチング断面形状制御に最も優れて
いるのは、Ｍｏ－Ｚｒ合金である。Ｍｏ－Ｚｒ合金中の
Ｚｒ含有量は、ドライエッチング耐性を確保するために
４重量％以上であり、燐酸－硝酸－酢酸の混酸を用いた
エッチング加工においてエッチング残さを残さないため
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に２３重量％以下であることが望ましい。
【０１２２】また、上層のＡｇ合金層をＡｇ－Ｐｄ合金
としたのは、Ａｇ合金の耐食性を向上させるためであ
る。ただし、Ｐｄ含有量を大きくしすぎると、Ａｇ合金
の抵抗率が高くなるため、本発明の本来の目的を満たさ
ないことになる。本実施形態１では、約１重量％のＰｄ
を添加したＡｇ－Ｐｄ合金とした。
【０１２３】図１０は、第２のフォトリソグラフィに対
応した工程を示す図である。
【０１２４】プラズマＣＶＤ装置にアンモニアガス，シ
ランガス，窒素ガスを導入して、膜厚が３５０ｎｍのＳ
ｉＮ膜を成膜し、ゲート絶縁膜ＧＩを形成する。続い
て、プラズマＣＶＤ装置にシランガス，水素ガスを導入
して、膜厚が２００ｎｍのｉ型非晶質Ｓｉ膜を形成した
後、プラズマＣＶＤ装置に水素ガス，ホスフィンガスを
導入して、膜厚が２０ｎｍのＮ(＋)型非晶質Ｓｉ膜を形
成する。さらに、フォトリソグラフィによりフォトレジ
ストパターンを形成した後、ドライエッチングガスとし
てＳＦ６を使用してＮ(＋)型非晶質Ｓｉ膜，ｉ型非晶質
Ｓｉ膜をエッチングし、ｉ型半導体層ＡＳを薄膜トラン
ジスタＴＦＴ部近傍に島状に加工する。
【０１２５】図１１は、第３のフォトリソグラフィに対
応した工程を示す図である。
【０１２６】膜厚が４０ｎｍのＭｏ－Ｚｒ合金層をスパ
ッタリングにより形成し、連続して膜厚が１００ｎｍの
Ａｇ－Ｐｄ合金をスパッタリングにより形成する。フォ
トリソグラフィによりフォトレジストパターンを形成し
た後、燐酸，硝酸，酢酸，フッ化アンモニウム，水など
からなるエッチング液でＡｇ－Ｐｄ合金／Ｍｏ－Ｚｒ合
金積層膜を一括的にエッチング加工し、ドレイン信号線
ＤＬ，ソース電極ＳＤ１，ドレイン電極ＳＤ２，および
半導体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣの入力側の信号線Ｇ
ＩＬ，ＤＩＬを形成する。続いて、ドライエッチング装
置にＳＦ６ガスを導入してＮ(＋)型半導体層ｄ０を選択
的に除去し、ソース電極ＳＤ１，ドレイン電極ＳＤ２の
間を絶縁し、チャネルを形成する。
【０１２７】図１２は、第４のフォトリソグラフィに対
応した工程を示す図である。
【０１２８】プラズマＣＶＤ装置にアンモニアガス，シ
ランガス，窒素ガスを導入して、膜厚が３５０ｎｍのＳ
ｉＮ膜を成膜し保護絶縁膜ＰＳＶを形成する。また、フ
ォトリソグラフィによりフォトレジストパターンを形成
した後、ドライエッチングガスとしてＳＦ６を使用し
て、ソース電極ＳＤ１上、ゲート端子部ＧＴＭ，ドレイ
ン端子部ＤＴＭ，および半導体集積回路ＧＤＲＣ，ＤＤ
ＲＣの入力側の信号線ＧＩＬ，ＤＩＬの端子部ＧＴＭ
２，ＧＴＭ３，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３の上のゲート絶縁膜
ＧＩと保護絶縁膜ＰＳＶにコンタクトホールを形成する
(ＧＴＭ２，ＧＴＭ３，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３の上のコン
タクトホールは図示せず)。このドライエッチングによ
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り、コンタクトホール底部のＡｇ合金は、フッ化銀に変
質する。続いて、コンタクトホール底部のフッ化銀をシ
ュウ酸を用いて選択的に溶解除去する。
【０１２９】図１３は、第５のフォトリソグラフィに対
応した工程を示す図である。
【０１３０】膜厚が１１５ｎｍのＩＺＯ膜からなる透明
導電膜をスパッタリングによって形成する。続いて、フ
ォトリソグラフィによりフォトレジストパターンを形成
した後、シュウ酸を主成分とする水溶液にてエッチング
加工して画素電極ＰＩＸを形成し、ゲート端子部ＧＴ
Ｍ，ドレイン端子部ＤＴＭ，および半導体集積回路ＧＤ
ＲＣ，ＤＤＲＣの入力側の信号線ＧＩＬ，ＤＩＬの端子
部ＧＴＭ２，ＧＴＭ３，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３のコンタク
トホールの周囲をリング状に被覆する(ＥＣＯ)。エッチ
ング液としてシュウ酸の水溶液を使用すると、信号線に
用いたＡｇ合金にダメージを与えずにＩＺＯを加工でき
た。この結果、保護膜ＰＳＶなどにピンホール欠陥があ
っても生産歩留まりを落とすことはない。
【０１３１】
【実施形態２】図１４は、基板ＳＵＢ１の上に形成され
たバスラインＧＢＬ，ＤＢＬにより、半導体集積回路Ｇ
ＤＲＣ，ＤＤＲＣ間で表示データや半導体集積回路ＧＤ
ＲＣの駆動電源電圧を電気的に接続した簡略なＣＯＧ実
装(データ転送方式)の本発明による液晶表示装置の実施
形態２の全体構成を示す図である。
【０１３２】図１４において、ゲート半導体集積回路用
フレキシブルプリント回路ＧＦＰＣから供給された走査
信号およびゲート半導体集積回路ＧＤＲＣの駆動電源電
圧は、ゲートパワーバスラインおよび走査信号用バスラ
インＧＢＬを介して、ゲート半導体集積回路ＧＤＲＣに
供給される。順次隣のゲート半導体集積回路ＧＤＲＣに
そのデータを転送しながら、各ゲート半導体集積回路Ｇ
ＤＲＣに信号を書き込む。
【０１３３】ドレイン信号線側では負荷が大きいため、
ドレイン半導体集積回路ＤＤＲＣの駆動電源電圧は、パ
ワー供給用フレキシブルプリント回路ＰＦＰＣからパワ
ーバスラインＰＢＬを介して供給される。映像信号は、
映像信号用フレキシブルプリント回路ＤＦＰＣから供給
され、映像信号用バスラインＤＢＬを介して、ドレイン
半導体集積回路ＤＤＲＣに供給される。順次隣のドレイ
ン半導体集積回路ＤＤＲＣにそのデータを転送しなが
ら、ドレイン半導体集積回路ＤＤＲＣに信号を書き込
む。
【０１３４】ゲート半導体集積回路ＧＤＲＣに給電する
信号線のうち、駆動電源などについては、負荷が大きい
ために、ドレイン側で設けたパワー供給用フレキシブル
プリント回路ＰＦＰＣと同様なフレキシブルプリント回
路を設ける場合もある。ただし、その場合でも、従来方
式よりも信号線数が少なくなるので、フレイシブルプリ
ント回路幅を小さくでき、コストを低減できる。
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【０１３５】以上に述べたデータ転送方式は、半導体集
積回路ＧＤＲＣ，ＤＤＲＣのバンプＢＵＰと各端子ＧＴ
Ｍ，ＧＴＭ２，ＧＴＭ３，ＤＴＭ，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３
との接触抵抗を低くし、かつ、バスラインＧＢＬ，ＤＢ
Ｌの抵抗を低下させると、実現できる。
【０１３６】本実施形態２では、バスラインＧＢＬ，Ｄ
ＢＬを低抵抗のＡｇ合金／Ｍｏ合金で構成し、ＧＴＭ，
ＤＴＭ，ＧＴＭ２，ＧＴＭ３，ＤＴＭ２，ＤＴＭ３をＭ
ｏ合金またはＩＴＯとＡＣＦとが直接接触する構造を採
用し低接触抵抗としたので、いわゆるデータ転送方式を
実現できた。
【０１３７】本方式を採用すると、ゲート側フレキシブ
ルプリント回路ＦＰＣをなくし、ドレイン側のフレキシ
ブルプリント回路ＦＰＣ幅を最小限にできるので、接続
の信頼性を大幅に高めるとともに、ディスプレイの額縁
を狭くできる。さらに、フレキシブルプリント回路ＦＰ
Ｃを小さくした結果として、その製造コストを削減でき
る。
【０１３８】データ転送方式におけるバスラインＧＢ
Ｌ，ＤＢＬの間隔は狭いため、信号線間ショートなどに
対する耐性をより高めておくことが望ましい。そのため
には、図１５に示すように、近接するバスラインや電位
が大きく異なるバスラインを異なる層に配置することが
有効である。図１５は、図１４に示すようなデータ転送
方式を採用した液晶表示装置の互いに近接するバスライ
ンＧＢＬ，ＤＢＬを異なる層に配置した構造の断面を示
している。図１５に示すような構造にすると、同層内で
隣接する信号線の間隔が広くなるため、マイグレーショ
ンなどによる信号線間のショート不良を大幅に減少させ
ることが可能になる。また、信号線のレイアウトに余裕
が生じるので、高精細で画素ピッチの小さい液晶表示装
置を実現する際に設計が有利である。
【０１３９】なお、図１５の構造は、本発明において必
ずしも採用する必要はない。
【０１４０】一方、バスラインＧＢＬ，ＤＢＬに、Ａｇ
合金／Ｍｏ合金である信号線を採用していないデータ転
送方式の液晶表示装置においても、この図１５の構造が
有効であることは明らかである。
【０１４１】
【発明の効果】本発明によれば、銀を主成分とした合金
を信号線に採用し、信号線を低抵抗化できたので、液晶
表示装置をより一層大型化，高精細化することが可能に
なる。また、データ転送方式などの実装方式も実現でき
る。さらに、高歩留まりでかつ簡略な製造プロセスを適
用できるので、液晶表示装置の生産コストが抑制され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の実施形態１の構造
を示す等価回路図である。
【図２】透明基板ＳＵＢ１の一画素領域の構造を示す平
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面図であり、図１に点線枠ａで示す部分に相当する。
【図３】図２のIII－III線における断面構造を示す図で
ある。
【図４】ドレイン端子部ＤＴＭの構造を示す図である。
【図５】ドレイン端子部ＤＴＭの構造を示す図である。
【図６】ゲート端子部ＧＴＭの構造を示す図である。
【図７】ゲート端子部ＧＴＭの構造を示す図である。
【図８】実施形態１において近接する信号線や電位が大
きく異なる信号線を異なる層に配置する構造を示す断面
図である。
【図９】第１のフォトリソグラフィに対応した工程を示
す図である。
【図１０】第２のフォトリソグラフィに対応した工程を
示す図である。
【図１１】第３のフォトリソグラフィに対応した工程を
示す図である。
【図１２】第４のフォトリソグラフィに対応した工程を
示す図である。
【図１３】第５のフォトリソグラフィに対応した工程を
示す図である。
【図１４】簡略なＣＯＧ実装(データ転送方式)の本発明
による液晶表示装置の実施形態２の全体構成を示す図で
ある。
【図１５】実施形態２において近接する信号線や電位が
大きく異なる信号線を異なる層に配置する構造を示す断
面図である。
【符号の説明】
ａ  一画素領域
ＡＲ  表示部
ＡＳ  半導体層
ＢＭ  ブラックマトリクス
ＤＢＬ  バスライン
ＤＤＲＣ  半導体集積回路
ＤＦＰＣ  映像信号用フレキシブルプリント回路
ＤＩＬ  配線層
ＤＬ  ドレイン(映像)信号線
ＤＴＭ  ドレイン端子部
ＤＴＭ２  ドレイン端子部
ＤＴＭ３  ドレイン端子部
ｄ０  Ｎ(＋)型半導体層
Ｃadd  容量素子
ＣＨ  コンタクトホール
ＣＴ  対向電極
ＥＣＯ  透明導電膜(ＩＴＯ，ＩＺＯ，ＩＧＯ)
ＥＳＯ  リング状被覆
ＦＩＬ  カラーフィルタ
ＧＢＬ  バスライン
ＧＤＲＣ  半導体集積回路
ＧＦＰＣ  ゲート半導体集積回路用フレキシブルプリン
ト回路
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ＧＩ  ゲート絶縁膜
ＧＩＬ  入力信号線
ＧＬ  ゲート(走査)信号線
ＧＴＭ  ゲート端子部
ＧＴＭ２  ゲート端子部
ＧＴＭ３  ゲート端子部
ＬＣ  液晶
ＯＣ  平坦化膜
ＯＲ１１  配向膜
ＯＲ１２  配向膜
ＰＦＰＣ  パワー供給用フレキシブルプリント回路
ＰＩＸ  画素電極 *
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*ＰＯＬ１  偏光板
ＰＯＬ２  偏光板
ＰＳＶ  保護絶縁膜
ＳＤ１  ソース電極
ＳＤ２  ドレイン電極
ＳＬ  シール材
ＳＬ２  シール材
ＳＵＢ１  一方の透明基板
ＳＵＢ２  他方の透明基板
ＴＦＴ  薄膜トランジスタ
ｘ  水平方向
ｙ  垂直方法

【図１】

【図８】 【図１４】

【図１５】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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